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(0,4) 1) Resistores fijos: Definicion de coeficiente de temperaturay coeficiente de tension. Expresion lineal de ambos coeficientes
valida para la mayor parte de los materiales y para incrementos de temperatura moderados. Consideraciones que hay que tener
en cuenta en la medicion en laboratorio del coeficiente de tensién.

El coeficiente de temperatura se representa por la letra griega o y mide la variacion relativa de la resistividad en funcion de la
temperatura. Los valores del coeficiente de temperatura se suele medir en ppm/°C. La expresion lineal valida para la mayor parte de los
materiales y para incrementos de temperatura (AT) no muy grandes es la siguiente:

p=p, L+a-AT)

siendo & = i@_p
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El coeficiente de tension se representa por la letra griega B y mide la variacion relativa de la resistencia en funcion de la tension aplicada. La expresion
lineal es la siguiente:

R=R,-(1+/4-AV)

R-R,

siendo f = ——
P RO-AV

Cuando el fabricante de un resistor mide en laboratorio su coeficiente de temperatura, la medida debe ser muy rapida para evitar el calentamiento del
resistor debido al aumento de la potencia disipada por el aumento de tension, y asi evitar que la medida de este coeficiente esté enmascarada por el
coeficiente de temperatura.

(0,4) 2) Difusion: Explicar en que consiste el fenémeno de difusién. Férmulas de la densidad de corriente de difusion de
huecos y electrones. Relacidn de Einstein.

La difusion es un fenémeno que ocurre en un semiconductor cuando no esta dopado uniformemente y que supone un movimiento de
cargas que va de la zona de mayor concentracion a la de menor (en direccién decreciente del gradiente). Este movimiento de cargas
representa una corriente de difusion, y las expresiones de la densidad de corriente de difusion para huecos y electrones son las
siguientes:
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Donde D, y D, son las constantes de difusién de huecos y electrones respectivamente y se miden en m?/s.

En todo semiconductor se cumple la relacién de Einstein que establece que la relacion entre la constante de difusién de los huecos y su
movilidad (u,) es igual a la relacion entre la constante de difusion de los electrones y su movilidad (u.,) y es igual a una constante, para
una determinada temperatura, que se denomina potencial equivalente de temperatura (Vr):
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(0,4) 3) Circuito rectificador: Dibujar un circuito rectificador de onda completa en puente con filtro condensador que a partir de
la red eléctrica (sefial senoidal de 220 Vs y 50 Hz) ofrezca a una carga de 1 kQ una corriente continua de aproximadamente 20
mA y un factor de rizado del 1%. Considerar diodos ideales y que se cumplen condiciones de rizado bajo. Indicar el valor del
condensador y el de la sefial en el secundario del transformador (frecuencia y valor eficaz de la tension).
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Rizado bajo => aproximacion de la sefial como un diente de sierra => V,; =

=

Vi = lgn, - R = 20mA-1kQ = 20V

v Ve V., 1
Viar =Vir +— r=_o _ Y =>Vr=2'\/§'l"VC=0,69V
MaxR, dcR_ 2 Vdc Vdc 2 \/§ d
VMaxR = 20V + M = 20’34\/ :VPsecundariO = Vef = V_P = M = 14,38\/
L 2 \/E \/E
1 1 1 100

r=1%=0,01= = 288,67 uF

=C = . =
4.43-f.C-R, 001 4-43-f-R,  4-4/3-50Hz-10°Q)

r=R, -C=10°Q-288,67-10°F = 288,67ms >> % =10ms
T >> T/2 => se cumple condicion de rizado bajo.

(0,4) 4) Factores de estabilidad de circuitos con transistores bipolares: definicién y causas de variacion de Ic.

Las causas de variacion de la corriente de colector I¢ son:
- Variacion de I con la temperatura (se duplica cada 10 °C aproximadamente)
- Disminucion de la Vge con la temperatura (aproximadamente 2,5 mV/°C)
- Aumento de la B del transistor con la temperatura y variacion de dicho parametro al sustituir un transistor por otro.

Los factores de estabilidad miden la variacion que sufre la corriente de colector con las variaciones de cada uno de estos parametros,
considerando que los otros 2 parametros son constantes y no varian. Por lo tanto se definen 3 factores de estabilidad:
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De tal manera que:

Alg =S-Alg, +S"AV, +S™ASB



(0,4) 5) Responde brevemente a las siguientes preguntas:
a) ¢Qué es un varistor?

Es un resistor cuya resistencia varia obstensiblemente con los incrementos de la tensién aplicada, es decir, estan fabricados para tener un
coeficiente de tension () muy elevado y de esta forma ser utilizados en aplicaciones donde esta propiedad sea interesante.

b) ¢Cual es la funcion de los condensadores de acoplo en un circuito de polarizacién de transistores?

Su funcidn es filtrar la componente continua (su impedancia es infinita para f = 0) de las etapas anteriores y posteriores para que no
influyan en el punto de polarizacion en reposo del transistor.

¢) Zonas de funcionamiento de un MOS de acumulacién y condiciones que deben cumplirse en cada una de ellas.
Regidn de corte: |Vgs| < [VH|
Region 6hmica: [Vps| < |[Vgs —=Vhl

Region de saturacion: [Vpg| > [Ves— V|

d) Definir el pardmetro Vp y decir en que tipo de transistores es aplicable.

V5 es la Vps que provoca el estrangulamiento (contraccion maxima) del canal en un punto cuando Vgs = 0, 0 la Vgs que corta
completamente el canal.

Este pardmetro se aplica a los transistores JFET y a los MOS de deplexion.



